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又，こ の 試料に は マ ル テ ン サ イ ト変態が存在 し Sn の 成分に よ り熱的 に で きる マ ル テ ン サ イ ト

及 び応力に よ る応力誘起 マ ル テ ン サ イ トが現われ， さ らに ， こ れ ら の 変態に 関係 し て 形状記 憶

効果が観察 され る。本研究の 目的は β相 か ら急冷 した 時 の 母相 の 構造 を解 明す る こ と及び マ ル

テ ン サ イ ト変態 と形状記憶効果特性 を調 べ る こ と で ある
。 さ らに新 し い 急冷法 とし て これ らの

試料 を液体状態か ら直接急冷す る装置 を作成 した 。 こ の 装置に よ る超急冷試 料 の 相変態及び 形

状記憶効果特性に つ い て も調 べ た 。

　試料は bulk か ら切 り出し塩浴 に て 加熱 し ， β相 か ら氷水 に 焼入 れ た もの と液体状態 か ら単

ロ
ー

ル 法に よ り急冷 し た もの とを作成 し透過電子 顕微鏡で 組織観察 し電 子線回折 ， X 線回折で

構造解析を行い ，電気抵抗に よ り変態特性温度 を決定 した 。
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　実験 の 結果 ， 異常回折斑点及 び 散漫散乱 の 原因 と し て DO3 型規則相に数 10A 〜数 100A 程

度 の 大 きさ の 変態生成物 （オ メ ガ相 ）が析 出して い る た めで ある こ と を明 らか に し た。又 こ の

析出物 は（1｝室温 時効す る こ と ， （2）Sn の 成 分 を増 す こ とに よ り成長 しそ れ に伴 っ て 馼漫 散乱

の 強度が減衰 し異常回折斑 点 の 強度が増 して い くこ とが解 っ た 。

　液体急冷法に よ る急冷速度は通 常の 急冷速度 に 比 べ て 102〜 103倍程速い 。こ の 方法で 得 ら

れ た Oi相 は ， 結晶粒径 が平均数 μ m と通常 の 場合 に較べ て 3 桁程度 小 さい 他 は通常の 急冷 で

得 られ た試料 と同 じ く， そ の 電子 線回折像 に は異常 回折斑点及 び 散漫 散乱 が観察 さ れ た 。又 こ

の 試料は ，
マ ル テ ン サ イ ト変態 に伴 う顕著 な形状記憶効果 を示 し ， そ の 特性 は次の 通 りである 。

　〔11 変態温度 は bulk か ら作成 した もの に比 べ てtw　10度低 くこ れ は 結晶粒 が 小 さくな っ た

　　 こ とに よ る 。

　（2） あ る Sn の 成分で は，冷却する と 自発的 に曲が り昇温す る と戻 る とい う液体急冷 し た試

　　料特有 の 形状記憶効果特性 がある 。

　（3）室温 時効 と と もに 変態温度が降下 （形状記憶効果特性 も変わ る ）

22 ． A15 型超伝 導 化合物
一Nb

、
Ge

，一謬

S 島
一

　　　の 高圧 高温 合成
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　A15 型超伝導化 合物 は高 い超伝導転移温度 T
。

に 着 目 され ，種 々 の 方法 で合成 が試み られ

て い る 。 そ して ， 今ま で に こ の 化合物の T
。

は組成 比 ， 長距離秩序度 に依存 し て い る こ とが 明

らか に な っ て い る 。 Nb − Ge 系 で は ，定比組成の A15 型 Nb
，」
　Gc は 平 衡状 態で は 存在 せず，
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17 − 19at ％ Ge の A15 相が存在す るだ けで ある。　 T
。

も 6 − 7K と低い 値で あ る。また ，　 Nb

− Si 系で は ，　 A15 相は 存在し な い が ， もし定比組成 の A15 相 に 合成 され れ ば ， 高 い T
。

が 得

られ る と 予測 され て い る。高圧 力 の 条件 を加え る こ とに よ っ て ， 常圧 下で は合成 され ない 非平

衡相を安定化 させ る こ とが期待で きる の で ，定比組成に 近 い
， 秩序度 の 高 い Nb

，
　Ge や Nb

，
Si

を合成で きるか も しれ な い 。

Nb
，
Ge 　 ア

ー
ク融解法に よ り作成 した 出発物質は 19．5at ％ Ge を含 む Al5 相 （一部正 方晶

Nb5Ge3 を含む ）で あ り ，　 T
。

は 6，2K で あ っ た e こ の T
。
が高圧 高温処理 後 14 − 16K に高 く

な っ た 。 電子線 プ ロ ーブ マ イ ク ロ ァ ナ ライ ザーに よ り， 高圧高温処理後 の Al5 相内 の Gc 含有

量 を調 べ たが ， 出発物質 と有意の 差は認 め られ な か っ た 。 次に粉 末X 線回折 を行 い ，　 A15 相

の （210 ）反射 と （211 ）反射の 強度比 よ り長距離秩序度 S を求め た と こ ろ 5 に 向上が認 め られ

た 。 よ っ て高圧 高温処理 は A15 相の 秩序度 を高め T
。

の 向上 をもた らす こ とが明 らか とな っ た 。

また ， 冷却速度 を変 えた実験 か らは，冷却速度が遅 い 方が よ り秩序度が良 くな る こ と も示 され

た 。

Nb3Ge1 −
．

Si
． 　 w ＝ 0．05 ， 0．1 ， 0．2 ， 0．4 ， 0．7 ， 1 と Si 濃度 を変 え た ． 5 ， 10 ， 20

at ％ Si の 出発物質の T
。

は A15 相 に よ る 6．0 − 6．5K で あ る。 こ の T
。

は高圧高温処 理す る こ

と に よ D ， 13．5 − 15K に ま で 向上し た 。 同程度 の 組成比 をもつ もの で も， 高圧 高温 処理 条件

に よ り， こ の よ うな高い T
。
を示 さぬ場合 も認め られ た 。 こ の Tc の 向上 も秩序度 が良 くな っ た

た め と思わ れ る 。

23． 共 鳴 4 光 子 ミ キ シ ン グ法 に よ る narrow 　 gap

　　 半導体 の 研 究
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の 光 が観測 され共鳴 4 光子 ミ キ シ ン グ法 と呼ばれ て

い る。こ の 鋭い 共 鳴は ， Spin 　 f工ip　 Raman 散乱に よる 3 次の 強い 非線形光学効果 に よ る もの

で ，そ の 共 鳴線幅は共 鳴磁場 の 〜 1 ％ と十 分に狭 い 。従 っ て ， 砺 ω
＝

μBlg
＊ lffの 関係式 か ら

g 因 子 を正確 に決定で き， また ， g 因子，共 鳴線幅 の 磁場依存性，温 度依存性な ど も調 べ る こ
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